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5 П/П МОДУЛИ И МИКРОСБОРКИ

СИЛОВЫЕ IGBT МОДУЛИ

Особенности:
• Прямое управление затвором IGBT.
• N-канальные приборы.
• Наличие приборов со сверхмалым падением напряжения в отк-

рытом состоянии (до 1,7 В).
• Малая температурная зависимость параметров и низкое значе-

ние паразитного тока.
• Отсутствие эффекта «защелки» на IGBT структурах благодаря 

специальной технологии.
• Самоограничение тока короткого замыкания, высокая стойкость 

к перегрузкам.
• Применение быстрых диодов со сверхмягкой кривой обратного 

восстановления
• Положительная температурная зависимость Vкэ нас., что позволя-

ет подключать модули параллельно без дополнительных затрат.

Semikron выпускает широкую гамму силовой продукции в диапазоне токов от 1 А до 100 А и напряжении от 200 В до 3000 В. 
Наиболее известны выпрямительные диоды на большие токи,  мосты, IGBT-модули и драйверы к ним. Вся продукция фирмы атте-
стована в соответствии с требованиями сертификата QS-9000 (стандарт автомобильной индустрии).

1. Обозначение производителя Semikron
2. M-МОП прибор, D-диодный мост
3. Ток коллектора в А при 25°С
4. Функциональный элемент: G - IGBT, не обозначено - MOSFET-прибор
5. Схема соединения 

A    - одиночный IGBT 
AH - асимметричный полумост (IGBT+диод слева или диод+IGBT справа) 
AL  - одиночный IGBT+последовательный диод в коллекторе 
AR  - одиночный IGBT+последовательный диод в эмиттере 
AX  - одиночный IGBT+последовательный обратный диод в коллекторе 
AY   - одиночный IGBT+последовательный обратный диод в эмиттере 
B    - 2хIGBT (полумост) 
BD  - 2хIGBT (полумост) с дополнительными последовательными диодами 
D    -  6хIGBT (3-фазный мост) 
DL  - 7хIGBT (3-фазный мост с тормозным транзистором) 
H    - 4хIGBT (однофазный мост) 
M   - 2хIGBT, соединенные эмиттерами

6. Класс по напряжению 
06 - 600 В 
12 - 1200 В
17 - 1700 В

7. Серия выпуска 
0 - серия 1, выпуск 88-91 гг. (ток коллектора приводится при 80°С) 
1, 2 - серия 2, выпуск 92-96 гг. (ток коллектора приводится при 25°С) 
3 - серия 3, низкоиндуктив. корпус (ток коллектора приводится при 25°С) 
4 - серия 4, низкое остаточн. напряж. (ток коллект. приводится при 80°С) 
5 - серия 5, сверхбыстрая серия

8. Наличие встроенного быстрого диода с мягкой кривой восстановления

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

SK M 100 G B 12 3 D
1          2   3          4  5         6         7       8
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Область применения:
• частотный привод двигателей переменного тока;
• робототехника и привода постоянного тока;
• импульсные преобразователи напряжения;
• системы активного торможения;
• системы управления индукционными нагревателями;
• бесперебойные источники питания (UPS);
• импульсные сварочные аппараты.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

IGBT модули 1200 В 

Наименование Ток кол-
лектора, А

Напряжение 
насыщения 
коллектор-
эмиттер, В

Энергия 
лавинного 

пробоя, 
мДж

Тепловое 
сопро-

тивление, 
К/Вт

Cхема Рис.

SKM 300GA123D 300 2.5 48 0.075

A 1
SKM 400GA123D 400 2.5 78 0.045

SKM 500GA123D 500 2.5 98 0.041

SKM 500GA123DS 500 2.5 98 0.041

SKM 50GAL123D 50 2.5 11.5 0.4

AL

2
SKM 75GAL123D 75 2.5 13 0.27

SKM 100GAL123D 100 2.5 18 0.18

SKM 145GAL123D 145 2.5 28 0.15

SKM 150GAL123D 150 2.5 24 0.15

3SKM 200GAL123D 200 2.5 41 0.09

SKM 300GAL123D 300 2.5 54 0.075

SKM 75GAR123D 75 2.5 13 0.27

AR

2SKM 100GAR123D 100 2.5 18 0.18

SKM 145GAR123D 145 2.5 28 0.15

SKM 150GAR123D 150 2.5 24 0.15

3SKM 200GAR123D 200 2.5 41 0.09

SKM 300GAR123D 300 2.5 54 0.075

в корпусе SEMITRANS

Наименование Ток кол-
лектора, А

Напряжение 
насыщения 
коллектор-
эмиттер, В

Энергия 
лавинного 

пробоя, 
мДж

Тепловое 
сопро-

тивление, 
К/Вт

Cхема Рис.

SKM 50GB123D 50 2.5 11.5 0.4

B

2
SKM 75GB123D 75 2.5 13 0.27

SKM 100GB123D 100 2.5 18 0.18

SKM 145GB123D 145 2.5 28 0.15

SKM 150GB123D 150 2.5 24 0.15

3

SKM 200GB123D 200 2.5 41 0.09

SKM 300GB123D 300 2.5 54 0.075

SKM 400GB123D 400 2.5 78 0.05

SKM 200GBD123D1S 200 2.5 41 0.09

SKM 22GD123D 22 2.5 3.4 0.86

D 4
SKM 40GD123D 40 2.5 6.1 0.56

SKM 75GD123D 75 2.5 13 0.32

SKM 75GD123D L 75 2.5 13 0.32

SKM 40GDL123D 40 2.5 6.1 0.56
DL 5

SKM 75GDL123D 75 2.5 13 0.32

SKD 40GAL123D 40 2.5 6.1 0.6

AL 6SKD 75GAL123D 75 2.5 13 0.32

SKD 100GAL123D 100 2.5 18 0.18
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5П/П МОДУЛИ И МИКРОСБОРКИ

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ IGBT МОДУЛЕЙ

Драйверы для IGBT модулей являются устройством, обеспечивающим управление высоковольтным мощным устройством от сла-
боточного логического. Драйверы Semikron обеспечивают гальваническую развязку, накачку заряда в затвор IGBT транзистора 
и функцию контроля. Использование IGBT драйверов позволяет упростить схемное решение, повысить надежность устройства,  
а также уменьшить его габаритные размеры. 

1. Обозначение производителя Semikron
2. Тип драйвера 
 HI – гибридный, IC – интегральный
3. Количество выходных каналов управления 
 1 – один канал  
 2 – два канала (полумост)  
 3 – 6 каналов (полный 3-фазный мост)
4. Поколение 
 1 – первое, 2 – второе
5. Дополнительные опции 
 Н4 – напряжение изоляции до 4 кВ/1 мин. или 4.8 кВ/1 сек. 
 /12 – напряжение коллектор-эмиттер 1200 В 
 /17 – напряжение коллектор-эмиттер 1700 В 
 W – управление напряжением 
 F – управление по оптоволокну 
 А, В - модификации

SK HI 2 2 H4
1        2        3        4        5

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Наименование Количество кана-
лов управления

Напряжение 
коллектор-эмит-

тер, В

Выходное 
напряже-

ние, В

Макс. 
выходной 

ток, А

Формируемый 
заряд, мкКл

Частота пере-
ключения, кГц

Напряжение 
изоляции, В

Коэф-т нарастания 
напряжения dv/dt, 

кВ/мкс

SKHI 10/12
1

1200 +15/-8 8 9.6 100 2.5 75

SKHI 10/17 1700 +15/-8 8 9.6 100 4 75

SKHI 21A

2

1200 +15/ 0 8 4 50 2.5 50

SKHI22A/22B 1200 +15/-7 8 4 50 2.5 50

SKHI 22A/H4 1700 +15/-7 8 4 50 4 50

SKHI 22B/H4 1700 +15/-7 8 4 50 4 50

SKHI 23/12 1200 +15/-8 8 4.8 100 2.5 75

SKHI 23/17 1700 +15/-8 8 4.8 100 4 75

SKHI 24 1700 +15/-8 15 5 50 4 50

SKHI 26W 1600 +15/-8 8 10 100 4 75

SKHI 26F 1600 +15/-8 8 10 100 4 75

SKHI 27W 1700 +15/-8 30 30 10 4 75

SKHI 27F 1700 +15/-8 30 30 10 4 75

SKHI 61 6 900 +15/-6.5 2 1 50 2.5 15

SKHI 71
7

900 +15/-6.5 2 1 50 2.5 15

SKHIBS 01 1200 +15/-8 1.5 0.75 20 2.5 15

SKAI 100 1 1700  +14/-0.6 1.5 5 5 3.5 50

SKHIT 01 3 2500  +5.5/-0.5 0.4 – 8 2.5 50

Cхема  
формирования 

ошибки
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

СИЛОВЫЕ IGBT МОДУЛИ
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